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Do pomiaru ,,punkt po punkcie” zostaty uzyte mierniki:
e Do pomiaru napiecia: BRYMEN BM811
e Do pomiaru natezenia: BRYMEN BM811

Do niepewnosci pomiaréw pragdowo-napieciowych zostaty wykorzystane dane zaczerpniete z
noty katalogowej miernika.

e Zakresy napiecia (DCV):
o 0..50,00-500,0mV-5,000-50,00V

e Doktadnos¢ pomiaru napiecia (DCV):
o 0-50mV #(0,12%+2c)
o 50-500mV +(0,06%+2c)
o 500mV-50V+(0,08%+2c)

e Zakresy natezenia (DCA):
o 0..50,00-500,0mA

e Doktadnos¢ pomiaru natezenia (DCA):
o Dla catego zakresu +(0,2%+4c)
*Przy opracowywaniu wynikow nie zostat uwzgledniony spadek napiecia spowodowany przez

pomiar natezenia. Odpowiednio wynoszgcy:

e 500-5000uA (0,15mV/uA);
e 50-500mA (3,3mV/mA);

Metoda oscyloskopowa:
e Do odczytu zostat uzyty oscyloskop Tektronix TDS 1001

e Zostat podany sygnat tréjkatny o czestotliwosci 1000Hz i amplitudzie 3V na CH 1
oscyloskopu za pomocg generatora (AC).Sumaryczna wartosc rezystancji wynosi R=1kQ

e Na CH 2 byt odczyt (DC) z badanej diody. Na diode byt podawany ten sam sygnat co na
CH 1.

e CH1
o Siatka podziatu 1.00V / 500us (AC)

e CH2
o Siatka podziatu 1.00V / 500us (DC)
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Charakterystyki pradowo-napieciowe oraz niepewnosci pomiaru:

Charakterystyka U-I: Dioda Krzemowa - prostownicza
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Charakterystyka U-I: BZX85C 4V3
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Korzystajac z wykresdw ,,punkt po punkcie” wyliczone parametry:

1
Rezystancja Szeregowa jako: 2 gdzie a to wspofczynnik kierunkowy trendu
K.przewodzenia oznaczonego na wykresie.

)
Rezystancja Statyczna jako I—Z - punkty zaznaczone na wykresie jako Rs.
z

1
Rezystancja Dynamiczna jako 2 gdzie a to wspodtczynnik kierunkowy trendu Kierunku

zaporowego oznaczonego na wykresie.

Model R. Szeregowa R. Statyczna R. Dynamiczna
Dioda K-P (nr 1) 1,330 X X
BZX85C 2V7 (nr 2) 0,56 Q 44,05 +£0,02 Q 5230
BZX85C 4V3 (nr 4) 0,610 106,76 £ 0,02 Q 8,550

Na wykresach zostaty zaznaczone punkty R, ktére odnoszg sie do optymalnych punkéw
pracy gdzie U, oznacza napiecie Zenera, a I, napiecie Zenera, ktére wynoszg
odpowiednio dla didd :

Model U, (V) I[,(mA)
BZX85C 2V7 (nr 2) -2,647+0,023 -60,70+0,16
BZX85C 4V3 (nr 4) -4,279+0,036 -40,08+0,12

| s3 one wartosciami mieszczacymi sie z podanymi w nocie katalogowej.

Otrzymane na wykresach punkty przegiecia funkcji oznaczone jako U, to napiecie
progowe, Imin oznacza minimalny prad wsteczny dla ktérego jest widoczny efekt
stabilizacji napiecia.

Model U(V) Imin(MA)
BZX85C 2V7 (nr 2) -2,184+0,019 -14,31+0,07
BZX85C 4V3 (nr 4) -3,780+0,032 -11,07+0,06




Otrzymane Oscylogramy :

Dioda krzemowa:
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BZX85C 4V3:
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Odczytane dane z oscylogramow:
Model Uwe(V) f(HZ) Uwp(V) UWZ(V) Udp (V) Udz(V) Idp(mA) Idz(mA)
Krzem 3 998,883 2,6 0 0,4 - 2,6 -
2v7 3 999,036 2,2 0,4 0,8 2,6 2,2 0,4
4v3 3 999,326 2,2 1,4 0,8 1,6 2,2 1,4

Gdzie poszczegdlne symbole oznaczajq:

Uy e - napiecie wejscia

f — czestotliwos¢ podawanego sygnatu

Uwyp - napiecie wyjscia w kierunku przewodzenia
U,,, - napiecie wyjscia w kierunku zaporowym
Uqap - spadek napiecia w kierunku przewodzenia
U, - spadek napiecia w kierunku zaporowym
lgy, - prqd w kierunku przewodzenia

1y, - prgd w kierunku zaporowym



Whioski:

Dioda Zenera zachowuje sie jak krzemowa w kierunku przewodzenia, lecz w kierunku
zaporowym charakteryzuje sie nizszym napieciem przebicia oraz mozliwoscig pracy podczas
jego przekroczenia bez jej uszkodzenia.

Otrzymane napiecia Zenera dla danych diod mieszczg sie w rozrzutnosci podanej w nocie
katalogowej i wynoszg one odpowiednio :

e -2,647V +0,023V (2.5 to 2.9) dla modelu 2v7 (nr 2)

e -4279+0,036 (4.0 to 4.6) dla modelu 4v3 (nr 4)

Co skutkuje otrzymanymi pragdami Zenera wynoszgcymi :
e -60,70mA +0,16mA dla modelu 2v7 (nr 2)
e -40,08mA+0,12 mA dla modelu 4v3 (nr 4)

Diody Zenera charakteryzujg sie niska rezystancjg dynamiczng w stosunku do statycznej.
Otrzymane wszystkie wyniki sugerujg, ze diody Zenera majg wtasciwosci odpowiednie do

stworzenia zrédta napieciowego poprzez wysoki wzrost pragdu w stosunku do napiecia po
0siggnieciu napiecia progowego.



